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Si 太陽電池の高効率化には、開放電圧の向

上が欠かせない。現在、ヘテロ接合型 Si 太
陽電池の開放電圧は、最大で 0.75V となって

いるが、今後、薄型化を進めることによって

0.77V 程度までの向上が期待される。さらに

光閉じ込めが十分行われれば、Si 太陽電池の

変換効率は 29%まで向上するとのシミュレ

ーション結果が報告されている(1)。 
本研究では、Si 太陽電池の超薄型化を目指

し Rib 構造を有するヘテロ接合太陽電池の

開発を進めている(2)。Rib 構造では、面積比

で 10%程度の Rib（梁）部分が薄型化された

部分を機械的に支えている。Rib 構造では、

Si 層が厚い部分（ウェハ厚）と薄い部分（エ

ッチング加工された部分）が存在する。この

ように Rib 太陽電池では、面内で厚さが分布

しているため、セル全体では平均化した特性

を測定することになる。 
一方、最近は太陽電池特性の面内分布をマ

ッピング可能な評価装置が開発されており、

Rib 太陽電池における特性の面内分布を測定

すれば、今後の変換効率向上に向けての重要

な指針が得られるものと期待される。 
そこで、今回はレーザテック社の MP15 を

用いて Rib 型 Si 太陽電池の特性マッピング

を試みた。MP15 では、バイアスを変化させ

て、AM1.5 スペクトルのライン光をスキャン

させて面内の電流分布を行い、解析的に各パ

ラメータ（Voc, Isc, FF）のマッピング像を算

出するものである。評価に用いた Rib 太陽電

池は面積 1cm2、1sun での変換効率は 18%程

度である。開放電圧はおおよそ 0.70 V 付近

のサンプルを用いた。 
図１は Rib 太陽電池の表面形状ならびに

裏面形状を示している。Rib の幅は 100 mで

薄い部分の形状は 1mm×2mm である。光照

射側は平坦な構造となっており、裏面が Rib
構造となっている。図 2は Si ウェハ厚 280 m、

薄膜部分の厚さが 100 m のサンプルの Isc

ならびに Voc マッピングの結果である。面内

解像度が必ずしも十分ではないが、ラインﾌﾟ

ﾛｯﾄにより Rib 部分と薄膜部分での開放電圧

約 10mV 程度の差を認めることができた。 
今後は、太陽電池特性マッピングのほか、

Rib 構造内での a-Si パッシベーション膜の均

一性評価や、PL、EL イメージングを組み合

わせることのより、特性を制限している要因

を解明することができると期待される。 

 
 

 
 

Fig.2 Voc and Isc mapping 
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Fig.1 Si solar cell with Rib structure. 
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